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Hemoris Desgscriptiva

Egte invento se refiere a los aparstos traslato-
res o repetidorss semiconductivos de sefiales, y & méto=-

dos y oircuites para sm utilizacién, y mds concretamente
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a aparatos, métedos y oireuitos de eonmutacién utilizables
para almacenar mensajes. v

Otro objete de este invento es perfeccionar apa-
rates semiconduetivos empleados para repeticién de sefia-
les.

Otros objetes consisten en simplifiear métodos de
almacenar mensajes o informaeién, simplificar los aparates
neecesaries al objete, aumentar el intervale durante el eunal
se pueden conservar dates, almaeenar informes que puedan
ser leddos sin destruirles, inieiar un estade de baja re—
sisteneia en un eirenite mediante aplieacién de un impulse
eléetrico momenténeo, y mantener un eireuito en unc de dos
estados eonéuctivos sin gastar mds energfa que la actuante,

De eonformidad con estes objetos, una earacterfsti-
e del invente oonsiste en alterar el estado de un trayee—
to conduetive a través de un semiconducter estableciendo
una earge eleotrostdtiea junte a una superfieie del semi-
eondwctors.

Otra ceracterdstica consiste en emplear un cuerpe
ferro—eléotrieo que se mantiene muy eerea de una superficie
semiconduetiva come medio de alterar la condustividad a

través del cuerpe semiconductdve. Puede establecerse wuna

carga eleetrostdtica en la parte del suerpe ferreeléetriee
adyacente al semicenducter aplicande a través del mismo un
esampe elestrostdtice. La poreién de la}earga soportada
en el ferreeléctrieo después de retirar el campe mantiene
el estado alterado de conduceidn en el semieondueter, y
funciena as{ eomo wna reminiseencia de la Yltima sefial apiie
eada a través del ferrceléetrice. )

Otra partieunlaridad del invento oconsiste en regular

las caraster{stieas de eondueeién de un asparate semieonduc~
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tive que oontiene una barrera rectificadera; eolecande un
ferreeldetrico frente a una poreién superfieial eontigua a
la barrera y alterande la earga electrostdtiea sobre esa
poreién de superficie mediante la aplisaeién de sefiales a
través del ferroeléetrieo. Una forma de barrera rectifi=
eadora partieularmente adaptable a esta regulaeidn eonsis-—
te en el empalme n-p y eombinseienes de empalmes n-p, lLa
modifieacidn de las earacter{sticas de ecnduceién de empal=
mes n-p que interseetan una superficie semisonduotiva se
deseribe a ecntinmaeidn een detalle.

Les objetes y carseter{stieas preesedentes y otres
més se apreciardn mejer per la deseripeién detallada si=
guiente, eon reterenéia al plane adjunte, en el gque repre-
sentan: | '

La figura 1, una elevaeidn de una forma de aparate
conferme al invento, y un eiremnite en el que puede wtilis
ZaTBO

Ia figura 2, una orientaeién de earga y una medi-
ticaci‘n}de empalme n-p para el estade de baja resistencia
del aparate de la figura 1l

La figura 3; una elevaeidn de etra forma de rea™
lizacién de este invente, gue comprende un euerpe semieon—
duetive diferente del de la figura 1, en eombinacién een
un elemente regulador ferreeldotrico.

La figura 4; es una representacién esguemdtiea de
une parte del suerpe semieonéunetive y de les elenento;'do
carga de las figuras 1 y 2, a vna escala muy ampliada y een
las prepereienes alteradas pera faellitar la comprenéi‘h&

La figura 5, es una‘grdt;ca de la carasterfstiea
de tensién=ecerriente, a través d; las ecnexiones al ouwer=

pe semieenduetive de la figura l. En eeta gréfieca; las
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ordenadas representan la tensién y las abeisas la eerrien~
te. ’ ' - |

La figura 6, es una gréifiea de1~oimpo de polariza-
cién en el elemento ferreeléetrise de la figura 1, eon re=
laeién al cempo elestrostétiec aplicado, la cual mmestra
el estado de la ocarga en cuante & magnitud y poléridad en |
las superficies del ferroeldstrice. Las ordenandas Trepresen— f
tan el eampe de polarizaei‘n'y las abeisas el campe eleo=
trostétiee, ,

Ta figura 7, es una gréfiea del eambie de condusti-~
vidad en el suerpe semiconduetive a consecuencia del eam-
ble de earga en su superfieie, ILas ordenadas representan
les eambies en la eonduetaneia y las abeisas les cambies
en la eargae

Dedbe advertirse gue las preopereienes empleadas en
les didujes ne corresponden a les aparates reales. Por
le general; conviene gue estes aparates tengen wne profun
didad apreoisble, nermasl al plane del papel, pars que efrez-
ean una amplia interficie o sﬁperrieie de sentaocto entre '
el ferreeldsotriee y el semiconducter,

Las figuras 1 y 2 del plane representan elementes
semiesonductives gue regulan la corriente que scircula entre
sus bornes en respuesta a una sefial aplieada a través de
un guerpo ferreeldetriec. Cada uno de estos aparates com=
prende un cuerpe semisonduetive <1l- gue econtiene una barre= é
ra reetifieadora -12=, A ambos lades de la barrera se apli- i
ean al euerpe senexienes ~13= de bala resistencia, esencial- f
mente no reetifieadoras, a fin de establecer un trgyecto' ;
sonduetive por el material semisondustive y a'travgs-ée‘la
zena de barrera. En partieular, el aparate de la figura 1

somprende un cuerpe semieonduetive gque tiene'zenas'oontiguas i
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de material con tipo de senduetividad N o P, y un empalme
n-p intermedie gque ferma mna barrera restificadora. ILa
estruetura de la figura 3 comprende, ademnds de las zenas
de sonductividad tipo ¥ y P, una zona -28- de material
intrfngesamente semisonduetive y anchura finita entre am~
bas zenas, y que eonsiituye una parte mayer de la zona

de barrera reetiflicadora.

Cada unb de los elementos semigondustives de las
figuras 1 y 3 se puede oonsetar en un clreuite de aprove-~
ehaniente; eomo muestra la fignre 1. En este eircuite; el
material de tipe N estf ooneetado al bornme pesitive de un
generador de petencial, bvaterfa -15;, mediante el conduster
-16~, la carga -17= y la conexién -13=, La cenexidn =l4-
al material de tipe P estf aplicada a tierra, le mismo que
el berne negativo de la bgteria 615;;'nedianto el condneter
~18—, Lé forma general de las caracteristieas elfetrieas
de estos elementos semiconduetivos se representan per la
1{nea llena en la figura 5. Cuando se polariza en la di=~
ressién opuesta e de gran resistensia, segdn se indiea; el
senieonduetor funeiona de oxrdinarie en el primer emadrante
de la figura 5.

Frente a la superfieie del semisondueter; en la ze-
na de barrera reetificadera, se montan un elemento regulas
dor en forma de un cuerpe =19~ de material rer:oeltoyrico
y un eldotrodo =20=, Para faeilitar la mds répida compren=~
sién de los dibujes; este ouerpe ferreeldetrice se sefiale

en las figuras ; a 3 eon las letras F B, Befiales aplicadas

entre el elestrode ~20= y tierra; por medie de bormes =223
y =235, respeetivamente conestades a les conduetores —~18=
¥ -24= que van al eleetredo <20~; erean un esmpe elestres~

tético a través del ferroeléstrice, En esta disposieidn,

e ot . W S T R R AN R S S e e A
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el euerpe ferreeléetrieo -19= funciona como dieldetrice
entre las plasas de sondensador oonatitufdas por el eleec-
tredo -20- y la superfisie =26~ del cuerpe semisendustive.
En virtud de la histéresis de pelarizacién del ferroelée=
trieo, geglén se ilustra en la figura 6§ le oarga indueidas
en el mismo per la seflal permanece un lapse apreeiable
despuds de retirar e redueir ls sefial, o hasta que se apli-
ea a les bormes =22- y =23~ una sefial que engendre un eampe
epueste suficiente para invertir esa earga remanente.

Al maniebrar aparates del tipe indisade en las fiZ
guras 1 y 3, pueden ponerse en el estade de baja impedaneia
establesiende una carga junte a la superfieie semieonducti~
va =26~ de un signe gue sorresponde al de leos portasargas
en mayorfa, dentre del material de menor resistividad que
limita la zona de barrera rectifieadora. En la préetisa;
la carga ha servido para alterar la eonduetividad entre les
bornes =l13- y =l4-~, cuando se establese Junte al material
de menor resistividad, a no menes de una longitud de difuc
sién de portader mineritarie del empalme. Aparatos oon
material de g ohm/em, y conduetividad de tipe §; y material
de 0;1 ohm/eme y sendustividad de tipe P; se pueden poner
en su estado de baja impedansia aplieando wna carga posi=
tive junte a la superfieie de tipe P, a una distanecia ne
mayer de una lengitud de RXifusién de un elestrdn de la zena
de earga espaeilal gue ;odea el empalme reeti@icado?& De
manera andloega, aparates de material de 0;2 eim/em. y tipo
N y de 0;2 ohm/em, de tipe P se desvian a un estado de baja
impedaneia aplicando wna earga negativaljunto al material
de tipo ¥ cerca, y mejor en eontacto, de la reg;dh de sarga
espacial en torne al empalme rectificadof. Ambas formas de

aparatos muestran cambies partisularmente grendes de earae~
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ter{stieas euando se imponen las oargas sobre una super-
fiele =26~ que se extiende a través de la zons de empalme,
Cuande la e¢arga espacial reguladora se impone per
medie de un ouerpe ferreelfetrice montade eerea de la su-
psrfieie semicondustiva =26~; junte a la zena de barrera
rectiricadcrai se aplican eargas de ambes signos al atraﬁ

vesar el clele de histéresis electrestdtiea del fe;reelécl

trieo. Como se representa en la figura 4; la aplicaeién

de una carga pesitiva 8l electrodo =20= de les aparates
de las figuras 1 y 3 produee una carga positiva en la su-
perficie del cuerpo ferroeldetriee 4193@ Junte a la su-
perficie semiconductiva ~26-. También establese un campe
en cualquier interstieie que puéda existir entre el ferre<
eldetrico y les electrodes =20= y -26~, segdn representa
el intefstieio lleno de dieléectirieo -30- de que se haltla-
ré nés adelante. Una inversién del eampo elestirostétice
al aplicar una earga negativa en el eleetrede =20~ in~
vierte el signe de la distribueidén de earga representada;
sienpre que sea sufisiente para superar la polarizaeidn
remanente del ferreelfetrico, Una u etra earga de dis-
tribueién se mantiene por efesto de 1s pelarizaeién remai
nente en el ferreseldstriee, aunque pasen eorrientes de ni=
vel eonstante e medulado per el suerpo semicenﬁuqtivo =-ll=
y a travfs de la zena de barrera reetificadora <12-,

La inversidn del signe de pelarizaeién adyasente
a la superficie =~26<; a partir del earacterizado seme po-=
larizaeién "aetiva®; estade de baja impedancia para el semil
eenductor, ha prodﬁoido un aumente de la impedaneia inversa

hy

del trayeete comprendido entre los bornes =13~ y =l4=; su=

‘perier al ebtenide después de retirar la carga elestros~

tdtica en el ferroelfetrico. Pox consigniente; el aparate
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ofreee un medie de retener la polaridad de la fltima sefial
aplicada & través del ferreeldeirico eomo estado de alta

e baja impedansia que se mantiene durante intervales apreeia=
bles.

Un mecanismo gque puede explicar el funeienamiento
de tales aparates se funda eﬁ que la carga erea en les mis-—
mes una oapa'superrioial de earasteristicas de esonduetivis
dad meodifieadas.

Cuando se impenen eargas positivas ligeras Junte
a la superficie semieondustiva; se eonsentran pequefias san-
tidades de electrones en el semiconductor; serea de su su-
perficie. Estes eleetrones tienden a redueir el ndmere de
portacargas pesitives méviles o pretones nermalmente presens
tes en material de tipe P, cﬁn le gue aumenta la resistis
vidad del materisl; segdn indiea la disminmeién de cendue-
tanoia que tiene lugar desde el erigen de la curva de la
figura 7 haeia E« Un aumente de la earga superfieial per
enelma de este valer atrae elestrenes en sonsentraeienes
gque predominan sobre les elementes de oarga positiva; een-
virtiende asi'pasajeranente el material al tipo de eondue-~
tividad N; een una eenduetividad que es funsién del nivel
de earga; por ejemple seme se indiea en Fj figura Te. De
manera andloga, el material de tipe N e material intrfnc
seeo tiens su zena superfieial adyaeente a una earga elee-~
trestdtica positive alterada por una eonsentraeién eempen—
sadera de eleotrones, Estos elesirenes tienden a eonver-
tir el material intrinseop en semiconducter extrinseeo de
sonductividad N, y a aumentar la eondmctividad del material
normalmente de tipe ¥. Este aumento sigue la ferma indi=
oada en la figura 7, y para eargas superficiales pesitivas

sobre material de tipe X se puede representar eome un ans=
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mente de sonduetivided desde el origen haeia la dereohg; per
ejemple, haelia G+ Cargas impusstas junte = la superfisie
semieonduetive llegan as{ a una prefundidad sproximeda de
10%5 ome por debaje de ega;superficios

La eenversién del material de tipe P semetide a
la earga eleetrostdtiea pesitiva en el ferroeldetrice —19~;
en tipo ¥ per su zona superfieial, desvia temporalmente la
posieién efectiva y medifiea la extensidn del empalme n-~p
3123,delrapgrate de la figura 1; eemo se indiea en la fi-
gara 2. Anflegamente; uwna earga de esta naturaleza impues—
ta sobre el aparate de la tiguia 3 exrea una zona le‘tipo
¥ a través de la superficie de la regidn intrfnseea -28=;
e invierte la supérfieie de la zeona de tipe P al tipe N,
Esta eapa, en la superficie que contiene una gran concen~
tracién de electronesj ge ha deneminade "eansl de tipe N”,
Mientras se extiende un c¢snal de tipe N desde la gona de ti%
po ¥ basta la de tipe P, la scorriente inversa gue hase pas
sar la zena de barrera re¢tificadora aumenta, por hacerse
mayor la extensién de esa zona; la caracterfstica inversa
del semiconducter entra en un estade de gran ewnductividadf
como indica la lfnea de trazes en la figura 5, y una co-
rriente eonsiderable de sefial, censtante ¢ modulada, pa=
sard per el aparate a la oarga ~-17=, El ferroelécfrioo
mantendrd la earga superficisl, y oon elle el estade de

conduetividad del semiconducter; mientras pasa corrientes

Los estades de superfieie, que pueden formar uns
delgada 6apa de cargas, influyen a veces en el efecto de
ls carga aplicada.

Otro mecanismo propuesio como medie de explicar el
funcienamiento observado de estos aparatos es el de ruptu™

ra de campe del semicondueter. Este fenéheno se caracteriza
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per la predueeién de‘eleetrensa y elementos de earéa 5;3¢.
sitiva en un semieonducter, cuande daste se somete a cam=
pes electrbatétioos; por ejemple, al impener una earga ga=
perficial superior a un nivel liminare El valor liminar

de ruptura es una funcién inversa de la cenductividad de

un semiconduetor eledtrénice; per eonsiguiente; este me=
canisme coneuerda con la tendeneis observada en el material
de menor registividad a entrar en el estads "active” een

les valeres de oarga empleados, mientras qne‘eon es%esyfai
leres ne se altera el material de mayer resistividads

Los pertacargas mineritaries engendrados per esta
ruptura de vampe parecen derivar a travds de la barrera
restificadora y redusir as{ la impedancia inversa de esa
regién. El campe sreado por una carga de signe epueste a
la carga "activa” es instioaz; pues la earga opuesta de
estado de‘supertieio en el semiconducter mantiene £ste per
debaje del valer liminar de generacidn de campo, segin esta
teorfa de funcienamiente.

Les aparates semiconductivos expuestes pueden oéni
mutarse a su estade "inaotive” e de carasteristiea inversa
de gran resistencia,-en el euél sole dejan pasar la corrien~
te normal de saturacin I, de la barrera, retirande la car~
ga superfieisl ”aetiva".' Este se efectia aplieande al bor=
ne <235 una sefial que desarrella un eampe eleotrostdtice’
a través del ferreeléetrice, suficiente para invertir la
direseidn de polarizaeién haeia el punte C de la figura
6 e indueir una carga superfiecial de signe epuesto. Una
pelarizacidn remanente de la magnitud representada en D se
mantendrd en el ferreeldeotriee hasta que se apligque al mis=
me un campe de signe contrarioi. -

Para utilizar eon la mdxima eficacia el eampe elee=
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trostétieo impuestie a travds del eumexpo terroel‘etrico,

RE
AF

es eonveniente montar éste le mfs cerca pesitle de la su=
perficie del semisonducter. Esto puede hacerse produ=
eiendo superficiee lisas apareadas en eada elemente) le
oual se eonsigue per procedimientos ecorrientes de esmeri=
lado y pulimente mecéniee y quimico, e especf{fiecamente; en
el saso de algunos ferrceldetrices; hendiendo ¢ exfeliande
el eristal de que se deriva el elemento.

En la préetieca se ha comprebade gue es pesible lo=
grar resultados satisfactories sin adaptar exactamente la
superficie del ferrceldetrice 2 la del semiconductor, aun—
que el intersticie entre ambas contenge aire; sin embarge;
los resultados sen muche mejores interponiende entre ambas
un medle intensamente aieléetrieq adecnado. Comoe muestra la
figura 4, puede haber algdn espacie entre el euerpo ferre<
elfetrieo <195 y el semiconducter, lo gque; en el case de
un mediec poco dieldetrieo, eemo eire; reguerirf aplicar
un eampe oconsiderables El eampo requeride pmede reducirse
empleando un dielﬁbtrico fuerte ~30-~, eomo una cera o mn
1fquidos Otras condieisones para el dielfetrico de la zona
interfieial son una elevades earacteristica de rupturs, eon
prefereneia sufieiente para resistir tedo el sampe; una gran
estabilidad quimiea, y escasa eonductivided, para que ne
eseape carga superficial a través_dﬁl mismos

Aungue el meodo de funcienamiente descrite es apli=
cable, al menos eﬁ teor{a; a todos les materiales ferro~
eléotricos conocidoes, estos aparatos se construyen con mé-
ximavfaoilidad empleando cristales isomorbs gue centengan
el ion guanidinie. Se ha comprobado que ol sulfato de alu=
minie y guanidinie hexahidratade, 033H6A1(80 )2.6320 posee

caracterdsticas ferreeléctricas partienlarmente ventaj»sas
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para su use en las combinaeiones a gque se refiere este
invent‘; |

El sulfate de aluminie y guanidinie hexahidrata-
do tiene una constante dieléotriea de sefial pequefia; aproﬁ
ximademente 1/10 de la del titanate de barie, alrededer
de 15 en dirececidn ferrceléetries, mientras'dae la del tita~
nate de barie es alrededor de 150; ademds, tiene una p@laﬁ
rizaeién de saturacién baja, cemparada een la del titanate
de barie, y per elle ne preduce campes electrestdtices
tan elevades eomo este substaneias Per tante, el preblema
de la perforaeién del dieldetrice en el interstieie se re=
duce en un facter apreximade de =75~ euando se emplea sul=
fate de aluminie y guanidinie hexahidratade en vez de tita~
nate de barie; hay mds flexibilidad en la eleccidn de die=
1detrices para espacies de éire; hasta el punte de permis
tir el emplee de intersticies estreehos llenes de aire, ¥y
les aparstes se pueden polarizar aplicande tensiones bajas
de seﬂai. Cen materiales de esta naturaleza, pueden apli=
carse come dieldotriees apropiades,; nitrebencene lfquide y
eianure de etilene sélide para llenar intersticies cuales~
gqulera entre el semiocenducter y el ierroelébtrieo; pues susy
constantes dieldetrieas a la temperatura ambiente sen =55
y 665#; respectivamente. Es posible aplicarles fdeilmente
a la superfieie del semicenducter e del ferreeléetriee an-~
tes del mentaje. |

Cemo ejemple espec{fice del emplee de este invente
eome aparate de almaeenaje, an suerpe meneoristeline de gexr=
manie ~1l<, eon un empalme n-p per creeimiente, obtenide
tomande un nfclee de un calde de eompesicién adeeuada, se
prevee de eontactes econ enlaces de escasa resistencia -14=

¥ =13=. El contacte al material de tipe P es de ore pure
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y el contacte al material de tipe N es de ore con una
properoién apreciasble de antimenie. En eonjuntes t{pi=
ees, la zona de tipe P del ouerpo itiene una resistividad
masiva de OT; ohm/GQ.; mientras que la de tipo ¥ la tiene
de 3;1 ohm/em., Un eristal -19- de sulfate de aluminie y
guanidinie hexshidratade, cortade nermalmente al eje e,
se monté de manera que ecubriese el empalme n~p y las su-~
perficlies en que entrase la carga espacial del empalme
pelarizade en sentide inverse. El1 oristal tenfa unas
10 milésinas de pulgada de espeser, y llevaba un elestrode
<20~ de pasta de plata aplicado en pasta y seeade al ail
res Iba montade en una capa =30- de cianure de etilenej
y estaba separade de la superficie de germanie una dis=
tansia media de O;1 milésima de pulgada, aprcximadamenté;
Funcienande cen potsneiales de 1 a 20 veliies, aplicades
en sentide inverse a travds del empalme n-p =12, en ma-
terial de tipe N positive, y sefiales de conmutaeidn de
menes de 200 volties aplicadas al elestirede =20-; la im=
pedancia del aparate entre les bornes -13- yA;143 pude re-~
dueirse de mds de BOOO ohms a menes de 2000 ehms eon earga
positiva en la superfieie adyaecente del ferroeléotrigof y
pude aumentarse del valer mds baje a més de 8000 ohms car-
gande negativamente la superficie ferreeléetrica conti=
gua. Estudiande aparates de este génere que emplean aire
como dieléotrieo, con polarizacién inversa de 1 voltie en
el empalme n-p y una sefial de cenmutaeién de 500 velties
aplicada a través del ferroeléétrieo; se cemprob‘ que pue=
den econmutarse de una impedaneia de 20,000 ohms, een el
eleotrode =26 polarizade negativemente; a 4,000 ohms;
ouande la polarizacidn del misme era pesitiva. El naferial
de tipe P, de resistividad inferier, era muy impertante
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en ol procese de sonmutacidn, Se pedfa sonmutar eon la
sefial almacenada mientras el ferrseletrice se haefe avanzar
desde la superficie de tipe P hacia el empalme en todas las
poesicienes, entre la de su berde anterier a unas 25 milé-
simas de pulgada del empalme, y la de su borde pesterier

a través del empalme,

Los aparates een vuerpes meﬁoe:istalinos de ger=
manie, sen un empalme per cregimienta entre una zena de
cenduetividad ¥ de 0,2 ohm/om, de resistividad y una zona
de tipe P y 2 ohm/em de resistividad han mostrade inver=
sién mayer een una superfiecie encima del material de tipe
N poelarizada poait}vamente que son esa superfieie polari=
zada negativamente, El cristal de sulfate de aluminie y
guanidinie hexahidratade era de unas 10 milésimas de puls
gada de espeser, estaba separado de la superfiecie —26= per
un espacie de aire de O;1 mildsima de pulgada de anehuraj
peco més o menos, y se pelariz( aplicande una sefial de
eonmtasién de unes 700 volties. La sensibilidad depen=
éfa de la poaioi&n del oristal. Se observé aseién eenmu-~
tadera de este tipe en la porciéh‘mayor del eristal si-
tuada eneima de materiszl de tipo Ne Ouande el eristal se
halle prineipalmente encima de material de tipe P, el es-
tade “active” se eonsigue pelarizande pesitivamente la
superficie contigua delwrerzeeléctrieo;

El campo a través del sulfate de aluminie y guanidis
nie hexahidratade sirve para funcienar sobre un cicle de
histéresis eleetrostftiea, cemo se indica en la figura 6;
euande se apliean eampes mayores de unes 950 volties por
centfmetros Cuande interesan perfedos certos de subida;
ea eonveniente operar dentre de un margen de campos de 4000
a 20,000 velties por eenti{metre. De este mode se pueden
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eonsegulr tiempes de conmutaeién del exrden de 10 a 100
misresegundes oen aparates del tipe aqﬁi especificado.

Es pesible ebtener impedancias mayeres empleande
dieléetrices de esecasa conduotividad en el interstieie entre
el semiconduster y el ferreelfetrice. Con aire se pueden
aberdar las impedaneiass inversas del empalme n-p e¢errien—
tes Asf{misme, un aparate ceme el indicade en la figura 3
aumentard la relacién de impedancias inversas para eargas
superficiasles negativas y pesitivas en el ferreeléctrice
adyaeente, pueste gue la zZena intrinspoa =28~ entre les
materiales de tipe N y de tipe P aumenta la leongitud del
trayeete de dispersién a travéds de la barrera restificadera
para el estade de eseasa resistencia. ‘

81 bvien la desoripeidn que antesede se refiere prin- f
eiapln?nte a aparates de germanie, se ha de entender gue es
posible utilizar etres semioondnctoresdeleotrﬁnicos en la
préetica de nuestre inventes, Per ejemple, pueden emplearse
aleasienes de silisie y germanie; eempuestes intermetdli-
oos de les elementes de les grupes III y V, telure, selenie,
Y compuestes semiconductives, Ademds, etros medios dielée—
trices y ferroeléotricos funcienarén satisfacterizmente en
la cembinacidén. Eses ferrceléciricos semprende les repre-
sentades por sal de Roechelle, fosfato moncaménice, tartrate
de amonio y litio, titanate de barie, y los eristales ise~
morfes gque contengan el ien guanidinie., La zena de barrera“
rectificadera que puede ser influfda por unsa carga elec—
trostf{tica almacenada, de acuerde con este invento, eoms
prende también las. del tipo desarrellade come interficie de
metal y semieonduneter, per ejemplo, eolecande el ferroelde=
triee muy eereca del centacte de un restificader de centae-

te puntiformes
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Dehe entenderse que las dispesicienes descritas
ilustran simplemente la aplieacién de los prineipies del
inventes Les expertes pueden idear muchas eiras sin apar-
tarse del espfritu y aleanee del invente.

[P

—aemzz=y N O T A (momees

Se reivindiea eomo objete de esta patente:

le= Aparate sonmutader eléatrico; que eomprende un
euerpo de material semioonduoctivo, un par de eonexienes
eldetricas al cuerpo, y al menes una zona de barrera ree—
tificadera que ensierra una poreién de diche ouerpe eempren=- é
dida entre las eonexienes; earacterizade por un euerpe de V
material ferreelfstrieo adyacente al material semicendue~
tive, cerea de la zona de barrera restificadera, y un elee-
trode separade del euerpe sémieontuctiwn y montade frente
al cuerpe ferroeldetrices

2.- Aparate cenmutader segdén la reivindisaecién 1j
earasterizado porgue la zena &e barrera estd limitada por
etras zenas de conduetividad de tipe epueste, que compenen
un empelime n-pe

3.= Aparate e conmutader segdn las reivindieacienecs
1 o 2, earacterizade por la 1n¥efposioi‘n de material dieléo~
triee entre el cuerpe ferreeldéstrice Yy el euerpe semicon- ]
ductivo. 7

4= Aparato conmutader segin la reivindisaeién 2
caracterizade porque el cuerpo de material ferreeléetriece
estd situade en la superfieie del cuerpe semisenductive y
se extiende a travfu del empalme n-pe.

‘5= Aparate sonmutader seg¥n la reivindieaeién 2}

carasterizade porque la zona de barrera reetificadera eem=
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prende una regién intrinsees entre las zenas de eonducti-
vidad de tipe ¥ y de tipe P. |
6e= Aparate eonmutader segdn eualquiera de las

e b g At o |

reivindiceolones precedentes, earacterizado por medies

para aplicar una sefial a través del cuerpe ferreel‘ctrico% i
a f£in de establecer una pelarizaeién remanente en el mismej |
para alterar la caracterfstica de eonduetividad inversa

de la e¢litada zena de barrera.

T.>~ Aparato cermutader segin la reivindieacién 6?
‘caracterizade porque les medies para aplicar sefiales se
disponen para establecer une pelarizacién del cuerpe ferre—
eldotrice del mismo signo que les portaderes predominantes -
en una de esas zonas, eon le que aumenta la conductivided
a través de la zeona de barrera.

8e= Aparate cenmutador segdn la reivindicaeién 2}
earaoterizade per uns zens de tipe de conductividad Py y
una zona de tipo de conduectivided K, de materlial cen re-
slstividad superier a la de la mayer parte del material
de tipo Pos |

9.~ Aparate conmutador segin cualquiera de las

‘reivindicacienes precedentes, caracterizado perque el

enerpo ferreeléatrieco es de sulfate de aluminie y guanidi=
nie hexshidratades ' '
10.- Aparate conmuteder segén la reivindicaeién

9, caracterizado porque el cuerpe semlconductive es de ger-
manie. - ;

" 11.~ Aparate conmutader segin eualquiera de las
reivindicacienes precedentes, ecaracterizade perque el par
de conexienes eldctricas sen esencialmente ne reetifica~
doras) y pelarizan la zone de barrera en sentide 1n§eri’

80+
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12,= Aparete conmutader segidn la reivindicaeién
11, ecarasterizade per un eircuite de carga conectado entre
ambas eonexieneg.
1%,= Aparate conmutader segdn las reivindicacienes

5 1 e 2, earacterizado por le dispesieién de un dieldetrice

que tiene una constante dieléetriea superier a la del aire
y puede penetrar en les intersticies semilicenduetives del
ferroeléetrico. ‘
14.~ Aparatc conmutador eléetrico.
10 Esta memoria consta de diez y echnbpéginasi eseri-

tas por una sela cara.

BARCELONA, ‘=3 FEB 1958




WESTERN FLECTR/C, Co.lnc,

HOS4 eN/ed

e FilG. / FilG. 2
A\ 20 _pr o i
20—t "5\-5"1‘244’9 /3 o ! 9¥:‘i‘:g¥ -~
22"? /14— - HOERW — /3
P n R \\}\ 26 —_
8 12 ) r—%\/r N2
1t
‘l{\ iy <,
/5 FI16. 4
20 +++ 4+t 2
FIG.3 25| / g;‘ """"" 9
A PR | et »
14 2 No8 W Nog
y-]
FlG. 8 F1G6. 6
[S /8 /‘
I’(’ E
¢ No
FIG. 7
\a
~—
/
£




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



